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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Фізичні властивості і дефекти структури бінарних фосфідів А2В52 і А3В5

2. Physical features and defects of structure in binary phosphides А2В52 and А3В5

Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню фізичних процесів, які протікають у бінарних фосфідах А2В52 і А3В5 при
опроміненні швидкими частинками та розробці способів керування структурою кристалів і їхніми
властивостями. До кожної досліджуваної сполуки застосовувався комплексний підхід, що включав: розробку
технології отримання кристалів із заданими параметрами (структурою, формою, типом провідності, рівнем
легування та ін.); структурні дослідження (рентгенографічні, гоніометричні, мас-спектрометричні,
комп'ютерна візуалізація, метод ЕПР-зонда, анігіляція позитронів); вивчення фізичних властивостей
(мікромеханічних, електричних, оптичних, люмінес-центних та ін.). На основі отриманих результатів
розроблялись способи виготовлення нових приладів та покращення параметрів існуючих структур. У
дисертації запропоновані технологічні способи керування особливостями структури кристалів А2В52 (типом
структури, надґратками, габітусом, двійни-куванням і ін.); розроблена концепція будови основних
біографічних і радіаційних дефектів структури у кристалах А2В52; вивчені механізми термічної і радіаційної



модифікації структури ґратки і дефектів у бінарних фосфідах; визначена роль азоту і кисню у процесах
радіаційного дефектоутворення. Застосування комбінованих обробок дало можливість розробити способи
виготовлення сенсорів, гетеро-структур та інших приладів на базі кристалів А2В52, а також способи
покращення квантового виходу світлодіодів на основі фосфіду галію.

2. This Thesis is about physical process in binary phosphides А2В52 and А3В5 for irradiation with high-energy
particles and devises methods of control crystal's structure and their characteristics. For each compound
integrated approach was applied. It includes: engineering technology of obtaining crystals with specified
characteristics (structure, form, polarity of conductivity, doping level etc.); research of structure (radiographic,
goniometric, mass-spectrometric, computer visualization, method EPR-probe, positron annihilation); study of
physical characteristics (micro-mechanical, electrical, optical, fluorescentical etc.) Basic on obtained results was
devised a method of making new devices and improvement characteristics of being structure. In Thesis processing
control methods features structure of crystals А2В52 (modification, super lattice, habitues, twinning etc.) was
proposed; conception of structure main biographic and radiation-induced defect of crystals А2В52 was devised;
mechanisms of thermaland radiation modification structure of lattice and defects in binary phosphides was
studied; determinate role of nitrogen and oxygen in radiation proceeding of lattice damage. Application of complex
processing gives possibility to devise methods of: making sensors, heterostructures and other devices on basis of
crystals А2В52; improvement of quantum yield of LED on basic of gallium phosphide
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